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【はじめに】窒化物半導体トンネル接合は、高い吸収係数を持つ酸化インジウムスズ(ITO)電極の

代わりとして、青色面発光レーザ(VCSEL)に活用されている[1]。更に、このトンネル接合を一部埋

め込むことで、電流狭窄構造としても期待される。他研究機関の報告では、明確な電流狭窄が実

現されているものの、リーク電流や高い駆動電圧などの課題も報告されている[2,3]。本研究では、

MOVPE 法を用いて GaN 自立基板上に低抵抗な窒化物半導体トンネル接合を用いた埋め込みトン

ネル接合を形成し、電気的特性を評価した。 

【実験・結果】作製した試料は、全て MOVPE 法を用いて積層させた。GaN 基板および c 面サフ

ァイヤ基板上の青色 LED 構造上に高 Mg 濃度 Ga0.62In0.38N 層 2nm/ 高 Si 濃度 GaN 層 5nm からな

るトンネル接合を積層した。次に、フォトリソグラフィおよびドライエッチングを用いて、電流

狭窄部(発光部)となる 8µm径トンネル接合メサを形成した。その後、n型 GaNを用いてトンネル

接合メサに埋め込むことで、埋め込みトンネル接合を形成した(図 1)。また、比較構造として、ITO

と SiO2アパーチャを用いて狭窄構造を形成した LED も用意した。図 2 の近視野像より、GaN 基

板上に形成した埋め込みトンネル接合によって、より明確な電流狭窄が実現できていることが示

された。また、図 3の j-VL特性より、リーク電流は存在せず、10kA/cm
2時において 7.26V と比較

的低い駆動電圧が得られた。 
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図 1. 試料構造 図 2. 近視野像 図 3. j-VL特性 
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